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摘要(译)

根据本发明的气相沉积装置（50）是用于在成膜基板（60）上形成膜的
气相沉积装置，该气相沉积装置包括具有注入孔的气相沉积源（80）
（81）注入气相沉积颗粒，用于将气相沉积颗粒供应到气相沉积源
（80）的气相沉积颗粒坩埚（82）和用于改变蒸气注入量分布的旋转马
达（86）通过旋转气相沉积源（80）沉积颗粒。
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